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半導体レーザ装置

レーザジャイロ、姿勢制御装置、ナビゲーション装置、手ぶれ補
正装置、携帯用情報端末、航空機、自動車、バイク

複数の方向へ出射するレーザ光の強度を個別に制御する。

複数の方向へ出射するレーザ光の強度を個別に制御できるので、レーザジャイロ
を用いた各種の電子機器の利便性が向上する。

半導体基板１１と、その基板１１上に
形成された半導体多層膜２０によって
構成された活性層と、この活性層を構
成する多層膜２０に接する電極１３a、
１３bとを主構成要素とし、活性層は４
つの端面２４a、２４b、２４c、２４dに
よって構成される仮想の菱形を有して
いて対向する２つ端面２４a、２４bから
レーザ光５１、５２、５３、５４が出射さ
れ、電極１３a、１３bへの注入電流量
にを変化させることによって、レーザ
光５１、５２、５３、５４の強度が制御さ
れる。


